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  اياستوانه مگنترون دتبا كاكندوپاش نشاني لايه
 1؛ قطبي، سيدمحمدجمال1علي اصغر ،زواريان؛ 1مريم، صالحي

 ، تهرانصنعتي شريف يهدانشگا جهاد1

  
  چكيده

 اي است. در اين پژوهشوپاش با استفاده از كاتد استوانهنشاني كنديهلا مختلفي وجود دارد كه يكي از بهترين آنهاهاي اي روشنشاني داخل سطوح استوانهبراي لايه
نانومتر  3 نشانيبا نرخ لايهاي از مس ، لايهاستيل از جنس استوانه يك داخل ،با مگنترون ثابت اي جريان مستقيمكندوپاش استوانه يك كاتد با استفاده از باربراي اولين

مركز با آن قرار داده و هم فاده گرديد. استوانه استيل در فاصله معيني با قطر مناسب به عنوان كاتد استوانه مساز يك است در اين آزمايش .نشانده شد بر ثانيه
در طول  فشار گاز آرگونبار و ميلي 7/6×10-5فشار اوليه محفظه برابر  گوس بوده است. 200در حدود اعمالي در مركز استوانه  ميدان مغناطيسي متوسط(شد. 

  )د.بوميلي بار  1/1×10- 2برابر  آزمايش ثابت و
 اينشاني با استفاده از كاتد استوانهنتايج تجربي لايهروش آزمايش و اي به اختصار بيان شده است. پس از آن در اين مقاله ابتدا فيزيك و عملكرد كندوپاش استوانه

  گيري ارائه گرديده است.آورده شده و در پايان نتيجه ساخته شده
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Abstract 

There are some methods to deposit thin films on the internal walls of cylindrical bodies which the best of them is a 
cylindrical sputtering cathode. In this research, for the first time we have used a cylindrical un-cooled cathode with 
constant outside magnetron to deposit a thin copper film on the internal wall of a steel cylinder. The rate of deposition was 
30 A/Sec. In this experiment, a cylindrical copper bar with suitable diameter used as the cathode and steel hallow cylinder 
concentric to it as the anode. The base pressure was 6.7×10-5mbar and the Argon pressure constant at 1.1×10-2 mbar 
throughout the experiment. In this paper, first the physics of cylindrical sputtering is described in brief and then the 
experiment of thin film deposition by cylindrical magnetron cathode and its results are explained. Finally the conclusions 
are expressed. 
 

  قدمهم
هاي نازك روي لايهساخت در فناوري كه اي هاي گستردهپيشرفت

در هاي مختلف صنعت باعث شده اين فناوري در بخشداده است 
 روشبه نشانيلايه. قرارگيرداستفاده مقياس بيشتري مورد 

هايي است كه به علت خلوص و در خلأ يكي از روش 1كندوپاش
چسبندگي بالاي لايه و كيفيت خوب آن، از اهميت خاصي 

ي، ساخت يبرخوردار است. از اين روش در ايجاد ساختارهاي نانو
هاي پژوهشي و و ساير زمينه 2رسانا، فيلترها و اجزاي نوريمواد ابر

صنعتي استفاده مي شود. يكي ديگر از كاربردهاي لايه نشاني به 

روش كندوپاش كه در صنايع خودروسازي و نظامي مورد استفاده 
نشاني بر روي قطعات به منظور جلوگيري از گيرد، لايهقرار مي

خوردگي مكانيكي آنهاست كه بخش مهمي از دانش فيزيك سطح 
ايجاد لايه نازكي از مواد مقاوم در برابر  است. به اين منظور با

وم يا تركيباتي از يخوردگي مكانيكي مثل نيتريد تيتانيوم و تانتال
مقاومت  بر روي قطعه موردنظر،AlxSnyCu عناصر مختلف مثل 

  .]1[مكانيكي و طول عمر آنرا افزايش مي دهند
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